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Magnetrongesputterte Oxidschichten: Wie beeinflusst
die Teilchenenergie die elektrischen Eigenschaften?
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Transparente Elektroden 2:
Fensterschichten in Solarzellen (ZnO)
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TCO-Fenster- und Kontaktschichten
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Optische Eigenschaften von ZnO-Schichten
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Teilchen in einer Magnetron-Entladung
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Ladungstragerstreuung in TCO- Einkristallen
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lonisierte Storstellenstreuung in ZnO
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Transporteigenschaften von ZnO-Schichten
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e Untere Grenze vop etwa 1,5.04 Ohmcm
* Obere Grenze von N etwa 1,6 cnr3
e Streuung an ionisierten Storstellen dominipitys. Grenzge
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Korngrenzendominierter Transport
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Defektdichte Nvon polykristallinen TCO-Schichten

Film:dopant Growth Method Excitation N [cm'2] Source
(Ugs [V]) ¢
ZnO:Al epitaxial MS RF (200) 1.30" [31]
ZnO:Al on glass RMS DC (425) Bt [33]
ZnO:Al on glass RMS MF (340) B0 [35]
ZnO on glass MS* RF 710" [2]
ZnO:Al,Ga  epitaxial PLD - 50 [39]
ZnO epitaxial PLD - 1.80% [40]
In,0;:Sn on glass RMS/MS  DC (400) 1.510% this
RF (250) work
In,0,:Sn on glass MS RF-diode  2.510" [48]
(2000)
SnO;:F,Cl on glass SP - 40" [49]
CdInO, on glass RMS DC (2000) 119" [6]

RMS, MS - reactive magnetron sputtering, PLD —gailaser deposition, SP — spray
pyrolysis,

DC, RF, MF — direct current, radio frequency, mreuency exc itation, p-DC —

pulsed DC excitation, * - substrates arranged petgealar to the target (reduced ion

bombardment)
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Beweglichkeilt von ITO-Schichten
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Zusammenfassung

e Hochdotierte ZnO-Schichten sind 23 mal hoch
ohmiger wie ITO, eingesetzt in flachen Anzeigen.

« ZnO-Schichten weisen hohe Korngrenzeefekt-
dichten auf.

» Defekte in amorphem ITOVviel weniger wirksam.

* Rolle der lonenenergiebeim Magnetronsputtern
unklar: Nicht vorhanden bei amorphem ITO!

e Unterschied ITO-ZnO: Piezoelektrizitat desZnO!
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